问：请介绍一下海力士DRAM产能的扩产计划、时间节点以及具体的产能数据?
专家：展望至2028年，工厂的产能增速非常有限，这主要是因为当前的增长并非由近期的AI需求驱动，而是基于一至两年前就已规划的基础。一个完整的产能扩张周期，从建设新产线到实现产品量产，需要两年半以上的时间。目前可见的增量是，原计划于2027年Q3准备就绪的一个新工厂，已提前至2027年Q2进入准备阶段，但这仅意味着设备调试和小批量生产，并非大规模量产。2026年的增量中，约一半来自于一个代号为“15X”的新建小型工厂，该工厂主要用于生产HBM及少量DRAM，并已于2026年进入量产；另一半增量则来自于在代号为“16”的现有工厂内增加产线。进入2027年，除了上述两个部分会继续有少量增加外，主要的增量将来自于龙仁基地的新工厂，该工厂预计在2027年底能贡献约10K至20K晶圆/月的产能。
问：考虑到当前市场需求紧张，公司对于更长期的产能规划是怎样的，例如到2030年的目标?
专家：对于更长远的规划，公司高层已公开表示，计划到2030年实现产能相较于当前水平翻一番。
问：既然当前需求如此旺盛，为何公司的扩产节奏看起来相对保守，年均增长仅为16%左右?
专家：尽管产能翻倍的计划听起来规模庞大，但分解到每年16%的增长率其实并不算激进。这其中一个重要考量是，未来新增产能中有很大一部分需要分配给HBM产品，如HBM4、HBM4E及后续的HBM5。这些HBM产品比DDR5消耗更多的晶圆产能，因此折算下来，实际的DRAM产出增速会更慢。公司采取相对保守策略的核心原因在于对长期需求确定性的审慎评估。尽管当前需求旺盛，但客户口头承诺的远期需求（如到2029年）并没有百分之百的保障或约束力。目前行业正在商谈为期三到五年的长期供货协议，这些协议涉及具体的采购数量、价格、定金及违约赔款条款。如果能与客户签订保障性强的协议，公司可能会采取更激进的扩产策略。此外，当前扩产的投资成本极为高昂。新建一座支持1G纳米DRAM或300层NAND的全新晶圆厂，投资额高达200亿美元以上，这笔投资对应的是每月100K晶圆的产能。相比之下，过去建设同等规模产能的成本可能不到100亿美元，甚至只需几十亿美元。高昂的投资成本和财务负担，也是公司在决策时必须考虑的重要因素。
问：当前的投资回报率是否很高？以及影响公司扩产决策的关键因素是什么?
专家：尽管当前的价格和需求状况良好，但这只是辅助条件。影响扩产决策最核心的因素是价格和需求的长期可持续性。最终的决策将高度依赖于公司与客户长期协议的谈判结果。如果谈判结果理想，能够锁定长期且有保障的订单，公司可能会采取更为激进的扩产步伐。反之，如果协议的保障性不足，公司则可能维持目前官方公布的计划，即到2030年实现产能翻倍。
问：目前长期协议的价格和锁量情况是怎样的?
专家：这个问题可以从两个层面来看。首先，从已签订的协议来看，目前已经覆盖了2026年和2027年的部分产能。具体到HBM产品，2026年的产能已基本售罄，2027年的产能也已售出约70%。对于DDR5，2026年的产能也已基本售罄，2027年的产能售出比例约为50%。其次，从正在谈判的协议来看，这些谈判主要聚焦于2028年及以后的长期合作。谈判的核心内容包括价格、数量、定金以及违约赔偿条款。目前谈判仍在进行中，尚未有最终结果。
问：目前行业内三至五年期长协的签订进展如何？特别是美国市场的五大CSP和主要大客户的落地情况是怎样的?
专家：行业内目前关注的焦点是三至五年期的长协。据了解，谷歌已与美光达成一项此类协议。其他美国市场的五大CSP以及另一家大客户也都在进行谈判，但尚未有已确认签订的消息。尽管如此，从公司高层近期的公开表态来看，谈判进展可能较为顺利。此前，NV也曾提及已进行长期合作的商谈，但未透露具体细节。由于各家客户的谈判进度不同，预计不会在同一时间全部完成签约。
问：针对这些长期协议的谈判，行业内预期的关键时间节点是什么？以及为何需要在2026年第三季度前完成?
专家：行业预期的关键时间节点是在2026年第三季度前完成所有美国客户的长协谈判。在此时间点前敲定协议，将有助于为2028年下半年，特别是第四季度的产能增量进行规划和准备。目前，包括美光在内的三家主要供应商均有能力在2028年下半年实现新产能的量产。因此，即使协议条款可能较为严格，为了确保未来的供应数量，供应商也可能会在第三季度前达成协议。
问：当前正在商谈的三年期长协与以往的协议相比，在条款和约束力上有何本质区别?
专家：本轮商谈的三年期长协与以往有显著区别。过去的协议通常为期一年，形式上是“锁量不锁价”，且约束力较弱，更像是合作备忘录，在市场下行时往往不了了之。而本轮长协不仅锁量，还对价格进行锁定，例如可能会先锁定2027年的年价，并为2028年和2029年的价格设定一个浮动范围，如正负5%或10%。超出此范围则可视为合理违约。
问：这一轮长协在违约机制和定金方面有哪些具体的强化措施，以确保协议的执行力?
专家：此次长协为确保执行力，引入了更严格的附加条款。首先，定金比例较高，其次，协议中明确包含了赔款条例，违约金会高于定金金额。这些条款旨在保障供应商的利益，因为加速扩产需要大量投资，若无此保障，供应商不敢轻易扩张。以往的协议没有此类强制性赔款条款，而现在客户若在约定价格范围内不提货，将触发赔款条件。
问：从需求方的角度看，是什么因素促使CSP等客户在当前节点急于签订具有约束力的长协?
专家：CSP等客户急于签订长协的主要原因是其自身需求极为旺盛，并且预见到在2028年之前都将面临供应不足的局面，因此希望通过长协来锁定未来的供应数量。一个近期的例子是，NV公司因存储供应不足，被迫将其一款产品的规格减半，即在单条容量上做出调整。尽管如此，其设备台数和总容量需求并未下降，这反映出客户是在供应受限的情况下被迫调整产品配置。在与大客户签订的供应商协议框架下，客户可以在总量范围内灵活搭配不同规格的产品组合，例如64GB、96GB或192GB等。
问：过去两年，GPU和ASIC的年化增长率接近70%至80%，但存储市场的产能似乎并未出现明显的过剩，也未导致下游缺货，其背后的原因是什么?
专家：存储的产能增长并非仅由晶圆投片量这单一维度决定，而是投片量与技术改进（即制程升级）两个维度共同作用的结果。通过晶体管微缩技术，即光刻技术的微缩，每一代制程的迭代都能带来产量的增加。例如，目前主流的制程正从1a、1z向1b、1c演进，这种迭代会使得单片晶圆产出的Die数量增多。
问：当前每一代制程升级能带来多大的产能增量?
专家：目前每一代制程升级带来的产能增量大约在10%左右，并非数倍的增长。最新的技术迭代，例如从1c切换至1d，其贡献可能不足10%。
问：为什么当前存储行业不像过去那样通过快速的制程微缩来大幅提升存储容量?
专家：主要原因是技术难度大幅增加。过去，制程从28纳米迭代至25、22、20、18、16纳米相对容易，因为基础尺寸较大，对光刻机的要求不高。而现在，制程已进入16纳米以下的阶段，从16纳米到14纳米，再到12纳米、11纳米，难度越来越大。尤其是从14纳米或13纳米以下开始，存储厂商已全面采用EUV光刻机，而过去使用DUV即可完成。在EUV技术下，进一步微缩变得非常困难。虽然可以通过多重曝光等方式实现，但这会导致良率下降，从而推高成本，效果并不理想。存储芯片的制程微缩与逻辑芯片相比，为何存在如此大的技术难度差异？逻辑芯片已能量产3纳米，甚至可以做到2纳米，而存储芯片却在11纳米附近面临瓶颈。逻辑芯片与存储芯片在晶体管结构和光刻原理上存在根本差异，不能直接类比。存储芯片的晶体管结构和对稳定性的要求更高，导致其微缩难度远大于逻辑芯片。目前，行业最先进的存储制程是1d，相当于11纳米，预计在2026年下半年实现量产。将存储制程推进至7纳米已是极其困难，更不用说5纳米。根据行业预测，达到9纳米制程可能要到2030年。
问：除了制程微缩，存储行业未来是否存在其他能够显著提升供给的技术路径?
专家：存在，关键在于3D DRAM技术。目前DRAM是2D平面结构，其工作原理由一个晶体管和一个电容在同一平面构成。3D DRAM技术通过将晶体管垂直堆叠，可以节省约三分之一的芯片面积，从而在保守估计下也能带来20%至30%的容量提升。不过，该技术目前非常不成熟，行业普遍预计要到2029年才能实现。一旦3D DRAM技术成熟并应用于现有产线，将对行业供给产生革命性影响，甚至可能引发市场格局的重新洗牌，率先掌握该技术的厂商将占据绝对优势。
问：对于3D DRAM技术，行业内最乐观的预期落地时间点是什么时候?
专家：即便是最乐观的预期，也普遍认为该技术需要到2029年才能实现，提前的可能性很小。未找到
问：未来两年，服务器中单条DRAM的容量提升趋势如何？DRAM整体需求的主要驱动力是什么？
专家：未来两年，单条DRAM容量的提升速度预计会放缓。由于存储供应紧缺，96GB容量的渗透速度将不如预期。同时，原厂对于推广更高容量的128GB或192GB内存条的积极性不高，客户也因供应问题而持谨慎态度，这将导致容量升级的进程变慢。因此，未来DRAM需求的核心驱动力将主要依赖于服务器中CPU颗数的增长，例如从传统的双CPU配置向未来可能出现的四CPU甚至更多CPU的配置演进。
问：2026年由Agent和Coding等应用驱动的CPU增长趋势是否已在服务器市场有明显体现？
专家：2026年尚未观察到带来的CPU颗数显著增长。目前量产的服务器机型仍以传统的双CPU配置为主，很少见到四CPU的配置。这类多CPU配置的需求增长预计将在未来几年（如2027-2028年）才会体现在市场需求中，因为2026年的需求计划早已制定，并未包含这些新配置。
NAND产能、技术升级与厂商规划
专家：2026年的月产能约为240K晶圆，计划在2027年维持该水平不变，到2028年可能会小幅增加约20K。产能扩张保守的主要原因有两点：首先，NAND产线的投资非常昂贵；其次，NAND技术升级（即层数堆叠）本身就能带来显著的位元产出增长（bit growth）。因此，原厂目前的策略重心是积极进行技术改造，通过提升堆叠层数来降低成本并增加单位晶圆的产出量，而非大规模投资建设新产线。
问：如何量化通过技术升级（例如增加堆叠层数或采用QLC技术）带来的NAND产能增量？当前行业主流技术和未来趋势是怎样的？
专家：当前（2026年）行业主流的NAND技术是176层堆叠，但正在向240层和300层左右升级。从176层升级到238层，单片晶圆的容量贡献增加约20%。如果直接升级到300多层，容量贡献的增幅可能达到50%至60%。另一个增加容量的维度是从TLC转向QLC。TLC在一个存储单元中存储3个bit，而QLC存储4个bit，相当于将容量提升了约20%出头。尽管QLC在性能、速度和稳定性上不及TLC，但其成本更低。AI应用是推动QLC趋势的主要动力，由于AI服务器机房容量严重不足，CSP开始采用QLC。大约一年前，美国市场已开始少量使用QLC，目前主要应用在16T或20T的中等容量硬盘上。未来，QLC将被用于100T、200T级别的大容量硬盘以替代机械硬盘，这将带来巨大的容量增长。因此，整个产业会向QLC倾斜，从而释放更多产能。
问：NAND的制程工艺是多少纳米？通过堆叠层数提升容量的空间还有多大？
专家：目前行业最先进的NAND制程是16纳米，各家厂商水平相当。由于制程技术已较为成熟，后续的容量增长主要依赖于增加堆叠层数。只要能将堆叠层数做高，就能释放出大量产能，因此通过堆叠技术提升容量的空间还很大。
问：既然通过技术改造就能实现产能增长，是否意味着不进行资本开支扩产也能满足未来两年的需求增长？
专家：从目前来看，未来两年主要依靠技术改造确实能够满足大部分需求增长。但已有小规模的扩产计划，例如大连工厂已有意向增加产能和新建厂房。初步预计，到2028年，该工厂可能带来约15K至20K月产能的增量。
问：NAND的技术改造周期是多久？这种改造是如何进行的？
专家：技术改造是一个持续进行的过程，从2025年底就已经开始。这种切换并非一次性完成，而是以滚动方式进行，即逐条产线关闭、改造、再开启，因为不可能将所有产线同时停产改造。在2025年，新制程的占比可能仅为一到两个百分点。预计到2026年，行业内最先进的V8、V9或240层、300层技术，这两代技术合计占比能提升到20%以上。
问：综合来看，NAND的供给是否不紧缺，即使不扩产也能匹配需求？
专家：应该说产能能够满足需求，但仍存在结构性短缺。具体而言，服务器领域的NAND供应仍然不足。原厂在将产能向服务器市场转移时，并不会突然中断对消费类产品的供应，而是会逐步减少消费类产品的产能配比。
问：NAND的建厂投产周期与DRAM相比如何？基于目前的产能规划，2028年及以后是否会有新产能释放？
专家：NAND的建厂周期比DRAM稍快一点。大约需要两年到两年半，快了约半年。这主要是因为NAND的生产可以使用DUV光刻机，而不需要EUV光刻机。根据现有规划，除了前述提及的计划在2028年增加约20K月产能外，该工厂在2029年可能还会进一步增加产能至30K或40K。除此之外，目前没有其他新的产能规划。
问：既然通过技术改造扩产相对容易，为何原厂仍会与客户签订产能协议？
专家：尽管技术改造可以提升产能，但其带来的年度产能增量是有限且可以测算的。而行业的需求，尤其是CSP的需求增长，远远超过了仅靠技术改造所能带来的供给增量。因此，CSP需要通过签订产能协议来抢占产能，提前锁定供应。这会促使原厂将产能从消费类市场向服务器市场转移，以满足这些大客户的需求。
问：在签订产能协议方面，NAND的紧迫性是否低于DRAM？
专家：两者的紧迫性是一样的。NAND同样非常短缺，尤其是在服务器和AI训练领域。
问：目前服务器用NAND占整个NAND市场的比例是多少？
专家：预计在2026年，包括传统服务器在内的所有服务器用NAND，将占到全行业NAND总量的42%至43%左右。
问：在AI服务器中，单机NAND的使用量与GPU数量是否存在固定的配比关系，并且这个比例是否会显著提升？
专家：从过去两年的情况看，NAND的使用量与GPU数量之间没有明显的固定配比关系。NAND是整个系统共享的资源，可以被系统内不同的CPU或GPU共同使用。虽然AI应用增长与NAND需求增长有一定关系，但很难用一个固定的比例（如1:1或1:2）去量化单片GPU需要匹配多大容量的NAND。
问：GPU需求增长50%是否意味着NAND需求也会同步增长50%？
专家：从一个维度来看，服务器内NAND占全行业的份额，在剔除客户备货的水分后，2026年合理的占比约为60%出头。相比之下，GPU的占比大约在40%至50%之间，两者的数据比较接近。
问：NAND在服务器系统中的具体应用场景是什么，它与CPU和GPU的关系是怎样的？
专家：NAND在整个系统架构中处于最末端，靠近外部，其存取速度相对较慢，是数据存储的最终环节。它是一种非易失性存储，断电后仍能保存数据，因此整个服务器的软件、程序、图片、影音等各类数据都必须存储在NAND中。同时，当GPU的缓存（KV cache）不足时，也需要将一部分数据存放在NAND里。NAND并非只跟随GPU或CPU，而是两者都需要使用，其用量是两者需求的综合结果。
问：如果未来服务器中CPU与GPU的配比发生变化，CPU的占比上升，是否会相应提高NAND的配置用量？
专家：是的，CPU和GPU的用量增加都会对NAND的需求产生帮助。
问：美光在NAND方面的产能规划是怎样的？
专家：美光2026年的NAND产能约为140K/月，预计2027年将维持在同一水平。到2028年，随着新加坡工厂的投产，预计将增加约20K/月的产能，总产能达到约160K/月。不过，其位于爱达荷州和纽约州的工厂具备生产NAND的灵活性，未来是否增加产能取决于公司决策。
问：美光是否也通过技术改造来扩充产能，这是否是行业内的普遍做法？
专家：是的，通过技术改造扩充产能是当前除中国大陆以外，全行业普遍采用的主要方式。不过，铠侠有新建小规模工厂的计划，属于一个例外。
问：三星的NAND产能情况及其未来规划是怎样的？
专家：三星的NAND产能分为两部分。对于3D NAND，其产能在2025年和2026年均维持在约400K/月，预计2027年也将保持这一水平。对于2D NAND，产能则在持续削减，从2025年的约120K/月逐步减少，计划到2026年底完全停止生产。被削减的2D NAND厂房并未转用于3D NAND，而是被分配给DRAM的后段封测，因为公司认为DRAM的供应更为紧缺和重要。因此，从总量上看，三星的NAND产能在缩减。目前没有明确的扩产安排，但存在变数，如果长期协议谈判顺利，三星可能会在2028年于其P5新基地增加部分NAND产能。
问：为什么各主要厂商的DRAM和NAND市场份额比例看起来比较接近？
专家：各厂商内部的DRAM与NAND产能并非1:1。至于几家主要厂商在DRAM市场的份额格局与在NAND市场的份额格局相似，这主要是长期市场竞争和洗牌的结果，同时也反映了各公司的盈利状况和经营策略。例如，美光过去盈利能力相对较弱，因此其扩张策略也相对保守，产能规模较小。
问：铠侠和闪迪的NAND产能及扩产计划是怎样的？
专家：截至2025年底，铠侠与闪迪的NAND总产能约为420K/月。2026年，其名为K2的小型工厂将增加约15K至20K/月的产能。预计在2027年下半年至2028年，位于另一城市的一个同样规模较小的工厂也将投产。新工厂的产能上限预计在80K至100K/月。预计2026年将增加20K，达到440K。展望2027年，预计将保守增加40K至50K。到2028年，计划再增加50K。
问：为什么这两家厂商在资本开支和扩产方面表现得比其他厂商更为积极？
专家：这两家厂商在积极进行扩产的同时，也在实施技术改造。其扩产策略的积极性可能源于其作为纯粹的NAND的定位，这使得他们需要将主要精力和资本开支集中投放在产能扩张上。相较之下，一些整合元件制造商可能需要将资源分散到其他业务领域。
HDD供需与SSD/NAND替代关系
问：AI的发展为何会催生对机械硬盘的大量需求？在SSD技术不断替代的趋势下，HDD的核心优势是什么？
专家：AI应用需要处理和存储海量数据，这些数据可根据访问频率分为热数据、温数据和冷数据。热数据通常由SSD处理，而更大规模的、需要长期存档的冷数据则主要依赖HDD存储。HDD在此领域的核心优势在于其极低的单位存储成本和更长的使用寿命。与NAND闪存颗粒在写入寿命限制不同，HDD可以稳定保存数据数十年，非常适合不需频繁启动的长期存档场景。因此，尽管SSD在性能上占优，但出于成本和数据长期可靠性的考量，HDD在冷数据存储领域依然是不可或缺的选择。
问：既然机械硬盘具备成本优势，为何在过去服务器等应用场景中，其优势未能充分体现，反而面临被SSD替代的趋势，而现在情况又发生了转变？
专家：过去，温数据存储本应是HDD的主要应用场景，国内外的云服务提供商也曾普遍采用此方案。然而，随着数据中心建设规模的迅速扩张，HDD的产能增速（年化比特增长约20%）无法满足所有服务器的配套需求。一台AI服务器通常需要搭配一台存储服务器，而后者内部主要配置HDD。在HDD供应不足的情况下，CSP被迫采用成本更高的SSD来满足温数据的存储需求。因此，当前局面的转变并非源于HDD成本优势的突然显现，而是由于AI驱动下数据中心建设带来的存储需求总量远超HDD的供给能力，导致其在核心应用场景（冷数据和部分温数据）中变得供不应求。
问：如何理解机械硬盘与SSD在市场上的关系？HDD目前主要的应用场景及其需求驱动力是什么？
专家：可以认为，HDD的总需求容量实际上在持续增长，只是其在整个存储市场的结构性占比因SSD的替代而下降，表现为增速相对较慢。目前，HDD超过95%的需求来自数据中心。其需求增长与消费电子市场无关，消费级应用已在几年前基本退出。核心驱动力在于数据中心的建设规模，尤其是AI服务器的数量。每部署一台AI服务器（无论是基于英伟达、英特尔还是AMD的方案），通常都需要配套相应的存储服务器，而这些存储服务器大量使用HDD进行冷数据存储。因此，HDD的需求与全球AI服务器的部署规模紧密相关，只要AI基础设施持续投入，其需求就会稳定增长。
问：在云服务提供商的需求中，机械硬盘与NAND的优先级是怎样的？
专家：HDD的需求确定性非常高，其市场基本面稳定，波动性小。当CSP需要削减存储相关的采购订单时，通常会优先削减NAND的订单。NAND的需求弹性较大，波动性也更强，而HDD作为数据中心冷数据存储的刚性需求，其采购优先级相对更高。
问：在数据存储中，为何NAND闪存的需求可以被削减，其背后的原理是什么？
专家：NAND闪存的单价远高于机械硬盘，其价差可能达到十倍甚至二十倍。在数据存储结构中，热数据必须使用SSD，温数据则两者皆可，而冷数据则使用HDD。因此，当需要削减成本时，可以将原本计划用于存储温数据的NAND部分替换为成本更低的HDD，这可以理解为HDD反向侵占了一部分温数据的市场份额。
问：考虑到成本约束，机械硬盘是否有可能完全替代NAND闪存？
专家：不可以完全替代。机械硬盘仅能替代一部分用于存储温数据的NAND份额，但无法替代用于存储热数据的部分，因为热数据必须使用SSD。
问：机械硬盘的年产能增长情况如何？其市场需求又是如何变化的？
专家：机械硬盘的年产能增长大约为20%。然而，市场需求增长远超供给，需求增速大约是翻倍的水平。这种供需缺口导致部分原属于HDD的需求外溢至NAND闪存市场，从而推动了NAND需求的爆发式增长。
问：鉴于机械硬盘市场的供需状况，是否可以认为西部数据和希捷掌握了市场主动权，能够通过扩产来挤压NAND的市场份额？
专家：理论上是这样，但现实情况是这两家公司并没有进行扩产。因此，尽管它们在需求和供给两端都占据优势地位，但并未采取扩产策略。
价格、国产代际与周期判断
问：2026年第二季度DDR5服务器DRAM产品的合约价涨幅情况如何？
专家：2026年第二季度，DDR5服务器DRAM的合约价上涨了40%，使得每Gb的单价达到了约2.1美金的水平。
问：NAND合约价在2026年第二季度的涨幅以及最新的价格水平是多少？
专家：2026年第二季度，NAND合约价上涨了大约60个点，单价达到了0.41左右/GB。
问：对于2026年第三季度服务器和PC市场的NAND合约价涨幅有何预期？相关的价格谈判将在何时进行？
专家：预计2026年第三季度，服务器用NAND合约价有机会上涨20-30个点，而PC用NAND则有机会上涨30-40个点。价格谈判预计在8月份左右进行，晚的话可能要到9月份才能最终确定。报价流程会从7月份开始，届时会有一个临时价格用于执行，该临时价格对最终涨幅具有代表性意义，实际涨幅不会低于该数值。个人预期7月份的临时价格涨幅，服务器用NAND在20-30个点，PC用NAND在30-40个点。如果后续行情没有大的变化，价格应该不会在敲定后再向上调整。
问：当前SSD市场价低于合约价的倒挂现象，例如市场价21美金而合约价24美金，是否会影响未来的涨价趋势？
专家：这种倒挂现象不会影响涨价。市场上的低价主要来自小批量、类似黄牛的倒货行为，他们销售的是价格便宜的旧库存，这与原厂的定价策略无关，原厂不会参考这类市场价格。
问：近期Rubin新机架将内存配置从192GB减至96GB，这是否会影响服务器DDR5的后续采购需求？
专家：不会产生影响。虽然单机配置减少，但这是他们内部的减配行为，并非市场需求减少。实际上，给到他们的总量有所增加，整体上对该产品的需求仍在增长。这种出厂即确定的配置，云厂商无法自行加装内存，因为内存插槽已经插满，没有额外的卡槽可供扩展。尽管单机柜的内存用量减少了，但由于出货量的提升，总需求量比以前更多。
问：长鑫和长存目前的良率水平如何？
专家：具体良率数据不清楚，但可以确定的是，其良率水平相比海外厂商会差一些。
问：长鑫上海工厂的HBM进展如何，包括不同代际产品的量产时间表和预期产能？
专家：HBM2E应该已经可以量产，HBM3预计在2027年量产，而HBM3E可能要到2028年才能量产。目前服务器也可以使用HBM3。在产能方面，总晶圆产能听说只有几K，大约在10-20K/月的水平。由于部分产能需要用于HBM3等新产品的试样，实际生产的HBM数量会非常少。
问：生产HBM3E与DDR5所需的晶圆消耗量存在怎样的比例关系？
专家：行业普遍认为，生产同等容量的HBM3E所需的晶圆面积大约是DDR5的三倍。这意味着，如果将原本用于DDR5的60K/月产能全部转换为生产HBM，那么HBM的产能就只有20K/月。这个比例关系对三星和公司等厂商也基本适用，尽管他们的工艺优化可能会稍好一些。因此，虽然晶圆产能有所增加，但考虑到HBM的消耗，实际增量并不多。此外，HBM技术仍在演进，未来升级到HBM5时，由于芯片面积更大，晶圆消耗量将再次大幅增加。
问：从基本面来看，希捷和西部数据这两家公司哪家更具优势？
专家：从基本面来看，西部数据略占优势，其市场份额高出几个点，技术也稍好一些。
问：对于本轮存储行业的景气周期，预计会持续到什么时候？
专家：个人观点认为，到2028年之前应该没有太大问题，判断周期的拐点最快可能也要到2029年。此观点仅供参考。
